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【はじめに】 
 次世代のエネルギー問題を解決するために量
子ドット(QD)超格子太陽電池が研究されている。
我々は、ファセット付きコロイド型 QD を溶媒
中で沈降・堆積させることで QD 超格子を自己
形成させる方法を研究している[1]。しかし、従来
のPbやCdを含むQDは毒性が懸念されており、
低毒性の代替材料が求められている。本研究で
は、毒性金属を含まず、赤外発光するコロイド型
QD として SnSe QD を選択し、超格子構造実現
のためのQD合成技術を検討した。 

 
【実験】 
 SnSe QD の合成には 2種類の方法を用いた。
Se 粉末をオレイン酸(OA) に溶解した溶液を、
SnCl2を溶解したオレイルアミン、OA、オクタデ
セン(ODE)の混合液に注入して合成した (これ
をOA-SnSeとする)[2]。この方法は低温で合成で
きる利点がある。文献値よりも高濃度の前駆体
量を使用した合成も検討した。また、既報告の
SnSSe QD の合成方法[3]において S を加えない
方法を検討した。Se 粉末をトリオクチルホスフ
ィン(TOP) に溶解した溶液を、SnO を溶解した
OA と ODE の混合液に注入することで合成した
(これを TOP-SnSeとする)。この方法では均一性
の良好なQDが期待できる。 
透過型電子顕微鏡(TEM)で QD の粒径及び形

状、エネルギー分散型 X 線分析(EDX)で構成元
素、X線回折(XRD)測定で結晶構造、吸収スペク
トル測定でバンドギャップの評価を行った。 

 
【結果】 

Fig.1 に TEM 観察の結果を示す。OA-SnSe は
球状及び立方体形状の QD で平均粒径 8.8nm で
あった。粒径が 7.5nm を超えると球状より立方
体状の割合が多くなることが判明した（Fig.1(c)）。
EDX 測定により、QD の構成元素が Sn と Se で
あることを確認した。この方法では QD の収量
が非常に少なかった。使用する Se粉末を 8倍に
した合成も行ったが収量は増加しなかった。文
献値である Se粉末 0.25 mmolをOA2.5 mL中に
溶かす場合でもわずかに溶け残りが生じており、
Se の OA に対する溶解度が低いことが原因だと
考えられる。 

TOP-SnSe はシート状で一辺 2μm 程度の大き
さであった。EDX 測定の結果、シート状結晶の
構成元素は Snと Seであることを確認した。 

   
Fig.1 TEM images of (a) OA-SnSe, (b) TOP-SnSe 

and (c) size distribution of (a). 
 

 Fig.2にXRDパターンを示す。TOP-SnSeでは
斜方晶 SnSeの結晶面(111), (131), (002), (151)に対
応した主要なピークが出現した。 
 

 
Fig.2 XRD patterns of TOP-SnSe. 

 
 吸収スペクトル測定結果からTaucプロットを
用いてバンドギャップを求めた(Fig.3)。その結果、
TOP-SnSeのバンドギャップは 0.96 eV と判明し
た。バルクのバンドギャップは 0.9 eVであり、1
次元方向の量子閉じ込め効果が生じている可能
性がある。 

 
Fig.3 Tauc plot of TOP-SnSe. 

 
 TOP-SnSe の QD 化については当日報告する。 
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